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Um sistema para medidas de efeito Hall dependente com a temperatura completamente
automatizado foi implementado para a determinagdo da resistividade, concentragiio de portadores e
mobilidade Hall de camadas epitaxiais. A amostra ¢ montada no criostato de circuito fechado de He
que opera até uma temperatura de 13K com 4 contatos na geometria Van der Pauw [1] ou com 6
contatos na geomeria Hall. O controlador de temperatura do criostato é interfaceado com o
microcomputador (PC 486) através da placa de aquisigiio de dados (DAS) com resolugio de 12 bits.
A placa DAS ¢ também utilizada para se fazer o controle ¢ a inversio do campo magnético durante
as medidas de efeito Hall. As medidas de resistividade e efeito Hall propriamente ditas sio efetuadas
em um sistema de efeito Hall Keithley modelo 80A totalmente interfaceado com o microcomputador
através da interface IEEE-488. A carta de efeito Hall do sistema ¢ utilizada para chavear a corrente
da fonte para a amostra e entregar 0s sinais de teste da amostra Hall para a instrumentagio de
medida. Esta carta contém amplificadores sensiveis para se fazer medidas de resistividade e efeito
Hall em materiais de alta ou baixa resistividade.

Com o intuito de investigar a influéncia do desvio estequiométrico nas propriedades de
camadas de Pb,..Sn,Te, duas espécies de fontes de PbTe e SnTe foram usadas no crescimento por
MBE [2]:fontes ricas em Te e outras estequiométricas.

A figura 1 mostra a concentracio de portadores (p) & 300K e a 12K em fungio da
composicdo da liga para duas séries de camadas de Pb,.Sn,Te crescidas a partir de fontes ricas em
Te e a partir de fontes estequiométricas. Todas as amostras sdo tipo p. Para ambas as séries, a
concentragiio de buracos aumenta exponencialmente com a composi¢éo da liga, mostrando algum
desvio da dependéncia exponencial para x>0,7. Como esperado, a concentragio de buracos para
camadas de Pb,.Sn,Te crescidas a partir de fontes ricas em Te ¢ sempre maior que a das camadas
correspondentes (com o mesmo x) crescidas a partir de fontes estequiométricas. A diferenca entre a
concentragio de buracos de camadas com a mesma composigio pertencentes as duas séries aumenta
com © aumento de x, alcangando um valor de uma ordem de magnitude para a faixa com x>0,8.

A concentragdo de buracos para cada amostra fica constante para toda a faixa de
temperatura investigada (12K a 350K), independente da composi¢Bo da liga. Isso prova que as
caracteristicas elétricas do PbTe, no qual o modelo de vacéncias [3] ndo prevé um congelamento de
portadores, continuam vilidas para todo o sistema Pb,xSn,Te.
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A figura 2 mostra a resistividade em fungdo da temperatura para camadas epitaxiais de Pb;.
xSn;Te com x variando de 0 até 1. As curvas de resistividade das amostras de Pb,..Sn.Te revelam
quase a mesma dependéncia da temperatura, exceto para as amostras com X no intervalo de 0,35 a
0,7. Para tais amostras, um minimo muito bem definido na curva de resistividade é observado em
temperaturas entre 20K e 120K, dependendo do valor de x. A resistividade das amostras, cujo valor
depende principalmente das suas concentragdes de buracos, mostra uma dependéncia exponencial da
temperatura com uma derivada decrescendo a medida que a composigiio da liga vai de PbTe a SnTe.
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